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Podsumowanie decyzji Komisji

z dnia 19 maja 2010 r.

dotyczacej postgpowania na mocy art. 101 TFUE (') oraz art. 53 Porozumienia EOG
(Sprawa COMP/[38.511 — DRAM)

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3152 wersja ostateczna)

(Jedynie teksty w jezyku angielskim, niemieckim i francuskim s3 autentyczne)

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)

(2011/C 180/09)

W dniu 19 maja 2010 r. Komisja przyjela decyzje dotyczgcg postegpowania na mocy art. 101 TFUE i art. 53
Porozumienia EOG. Zgodnie z art. 30 rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1/2003 (?) Komisja publikuje niniejszym nazwy
stron i glowng tres¢ decyzji, w tym wszelkie natozone kary, z uwzglednieniem uzasadnionego interesu przedsigbiorstw
dotyczgcego ochrony ich tajemnic handlowych. Wersja decyzji niezawierajgca elementéw poufnych jest dostepna
w witrynie internetowej Dyrekji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

WSTEP

Decyzja jest adresowana do 10 przedsigbiorstw i dotyczy
jednego cigglego naruszenia art. 101 TFUE i art. 53 Poro-
zumienia EOG.

1. OPIS SPRAWY
1.1. Procedura

Postgpowanie ~ wszczgto  na  podstawie  wniosku
o zwolnienie z grzywny zlozonego dnia 29 sierpnia
2002 r. przez spotke Micron. Spétka uzyskala warunkowe
zwolnienie z sankcji w grudniu 2002 r. W okresie od
grudnia 2003 r. do lutego 2006 r. spétki Infineon, Hynix,
Samsung, Elpida i NEC zwrocily si¢ do Komisji
o zlagodzenie kary. Pierwszy wniosek o udzielenie infor-
macji zostal wystany w marcu 2003 r., a na péZniejszych
etapach zostal wystany szereg wnioskéw o udzielenie
informacji.

Procedura ugodowa umozliwia Komisji zawieranie porozu-
mien ugodowych w trybie uproszczonym. Zostala ona
wprowadzona w czerwcu 2008 r. (}). Rozmowy ugodowe

Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE

staly si¢, odpowiednio, art. 101 i 102 TFUE. Tre$¢ tych dwdch grup
przepisow jest zasadniczo taka sama. Dla potrzeb niniejszej decyzji
odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE nalezy obecnie rozumieé
jako odniesienia do art. 101 i 102 TFUE.

Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Rozporzadzenie ze zmianami wprowa-
dzonymi rozporzadzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68
z 6.3.2004, s. 1). Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81
i 82 Traktatu WE staly sie, odpowiednio, art. 101 i 102 TFUE. Tres¢
tych dwoch grup przepiséw jest zasadniczo taka sama. Dla potrzeb
niniejszej decyzji odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE nalezy
obecnie rozumie¢ jako odniesienia do art. 101 i 102 TFUE.
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 622/2008 z dnia 30 czerwca
2008 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 773/2004 w odnie-
sieniu do prowadzenia postgpowan ugodowych w sprawach karte-
lowych (Dz.U. L 171 z 1.7.2008, s. 3) i obwieszczenie Komisji
o prowadzeniu postepowan ugodowych wobec przyjecia decyzji
na mocy art. 7 i art. 23 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1/2003
w sprawach kartelowych (Dz.U. C 167 z 2.7.2008, s. 1-6).

)

w omawianej sprawie toczyly si¢ od marca 2009 r. po
tym, jak spolki zawiadomily, ze sa przygotowane do
podjecia takich rozméw. Nastepnie, w grudniu 2009 r.,
wszystkie spotki zlozyly oficjalne propozycje ugodowe,
w ktérych wprost i jednoznacznie potwierdzily swoja
odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepiséw. W dniu
8 lutego tego roku spotki otrzymaly pisemne
zgloszenie zastrzezen odpowiadajace ich propozycjom
i potwierdzily, ze jego tre$¢ jest zgodna z ich propozy-
cjami oraz ze nadal sg zainteresowane postepowaniem
ugodowym. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczaja-
cych Konkurencje i Pozycji Dominujgcych wydal pozy-
tywng opini¢ w dniu 7 maja 2010 r. i Komisja przyjeta
decyzje dnia 19 maja 2010 r.

1.2. Podsumowanie naruszenia przepiséw

Decyzja dotyczy jednego ciaglego naruszenia art. 101
TFUE i art. 53 Porozumienia EOG na terytorium EOG.
Strony naruszajace stworzyly system lub sie¢ kontaktéw
i tajnej wymiany informacji, za pomoca ktérej koordyno-
waly ustalanie ogdlnych pozioméw cen i kwotowan dla
gléwnych producentéw oryginalnego sprzetu (,OEM” -
Original Equipment Manufacturers) — komputeréw typu PC
i serweréw, co ostatecznie prowadzito do zmowy cenowej
wobec tych klientéw. Dzialania te zmierzaly do ograni-
czenia konkurencji w odniesieniu do gléwnych produ-
centow komputerow PC i serwerdw, jesli chodzi
o  sprzedaz  moduléw  dynamicznych  pamieci
o swobodnym dostepie (,DRAM” — Dynamic Random Access
Memory) (wszystkie przedsigbiorstw), a takze w celu sprze-
dazy pamieci Rambus-DRAM (tylko Toshiba, Samsung
i Elpida), od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca
2002 r. w odniesieniu do pamigci DRAM i od dnia
9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.
w odniesieniu do pamigci Rambus-DRAM.

1.3. Adresaci i okres trwania naruszenia przepisow

Ponizsze przedsigbiorstwa naruszyly art. 101 TFUE i art.
53 Porozumienia EOG przez to, ze uczestniczyly


http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
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w podanych nizej okresach w praktykach sprzecznych
z zasadami konkurencji, polegajacych na zmowie cenowej
wobec gtéwnych producentéw OEM komputeréw typu PC
i serweréw w odniesieniu, odpowiednio, do pamieci
DRAM i Rambus-DRAM:

a) Micron Technology, Inc. od dnia 1 lipca 1998 r. do
dnia 15 czerwca 2002 r;

b) Micron Europe Limited od dnia 1 lipca 1998 r. do
dnia 15 czerwca 2002 r,;

¢) Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH od dnia
1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r,;

d) Infineon Technologies AG od dnia 14 listopada
1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r;

) Hynix Semiconductor Inc. od dnia 1 lipca 1998 r. do
dnia 15 czerwca 2002 r,;

f) Hynix Semiconductor Europe Holding Ltd. od dnia
1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r;

g) Hynix Semiconductor Deutschland GmbH od dnia
1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;

h) Hynix Semiconductor United Kingdom, Ltd. od dnia
1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;

i) Samsung Electronics Co. Ltd. od dnia 1 lipca 1998 r.
do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamieci
DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia
15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamieci
Rambus-DRAM);

j) Samsung Semiconductor Europe GmbH od dnia
1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.
w odniesieniu do pamieci DRAM (oraz od dnia
9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.
w odniesieniu do pamigci Rambus-DRAM);

k) Samsung Semiconductor Europe Ltd. od dnia 1 lipca
1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do
pamieci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do
dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamigci
Rambus-DRAM);

) Samsung Semiconductor France Sarl od dnia 1 lipca
1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do
pamigci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do
dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamieci
Rambus-DRAM);

m) NEC Corporation od 1 lipca 1998 r. do dnia 28 lutego
2001 r. oraz posrednio poprzez spétke Elpida od dnia
1 marca 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r,;

o) NEC Electronics (UK) Ltd. od dnia 1 lipca 1998 r. do
dnia 28 lutego 2001 r;

p) Hitachi Ltd. od dnia 9 listopada 1998 r. do dnia
28 lutego 2001 r. oraz posrednio poprzez spotke
Elpida od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 15 czerwca
2002 r.;

q) Hitachi Europe Ltd. od dnia 9 listopada 1998 r. do
dnia 28 lutego 2001 r;

r) Mitsubishi Electric Corp. od dnia 24 listopada 1998 r.
do dnia 15 czerwca 2002 r.;

s) Mitsubishi Electric Europe BV od dnia 24 listopada
1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r;

t) Toshiba Corp. od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia
22 kwietnia 2002 r. w odniesieniu do pamieci
DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia
22 kwietnia 2002 r. w odniesieniu do pamigci
Rambus-DRAM);

u) Toshiba Electronics Europe GmbH od dnia 1 lipca
1998 r. do dnia 22 kwietnia 2002 r. w odniesieniu
do pamigci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r.
do dnia 22 kwietnia 2002 r. w odniesieniu do pamigci
Rambus-DRAM);

v) Elpida Memory Inc. od dnia 1 marca 2001 r. do dnia
15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamieci DRAM
(oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca
2002 r. w odniesieniu do pamieci Rambus-DRAM);

w) Elpida Memory (Europe) GmbH od dnia 1 marca
2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu
do pamigci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r.
do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamigci
Rambus-DRAM);

x) Nanya Technology Corp. od dnia 12 pazdziernika
2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.

1.4. Srodki zaradcze

W decyzji zastosowano si¢ do wytycznych w sprawie grzy-
wien z 2006 r. ('). Decyzja naklada grzywny na wszystkie
spotki wymienione wyzej w punkcie 1.3, z wyjatkiem
Micron Technology, Inc, Micron Europe Limited
i Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH. Niemniej
jednak, przy ustalaniu grzywny, jaka ma by¢ nalozona
na firme¢ Samsung, o ktérej mowa w motywie (13)
ponizej, w decyzji nie uwzgledniono sprzedazy pamieci
Rambus-DRAM przez Samsung.

1.4.1. Podstawowa wysokos¢ grzywny

Podstawowg wysokos§¢ grzywny ustalono na 16 % przy-
chodéw przedsigbiorstwa ze sprzedazy pamigci DRAM
(w tym pamieci Rambus-DRAM tam, gdzie ma to zasto-
sowanie) () na rzecz gléwnych producentéw OEM
komputeréw typu PC i serweréw na terytorium EOG.

(") Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2.

() W celu obliczenia grzywny, ktéra ma by¢ nalozona na firmy

Micron, Hynix, Infineon, Mitsubishi i Nanya, wzigto pod uwage
tylko wielko§¢ przychodéw ze sprzedazy pamieci DRAM,
z wylaczeniem ewentualnej sprzedazy pamigci Rambus-DRAM. Jak
juz wspomniano, przy obliczaniu grzywny dla firmy Samsung nie
wzigto ponadto pod uwage sprzedazy pamigci Rambus-DRAM przez
te firme.

n) Renesas Electronics Europe GmbH (wcze$niej NEC
Electronics (Europe) GmbH do dnia 1 kwietnia
2010 r.) od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 28 lutego
2001 r;
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)

(11)

(12)

Kwote podstawowa mnozy si¢ przez liczbe lat uczestni-
czenia w naruszeniu przepisow, aby w pelni uwzglednié
czas, przez jaki kazde z przedsigbiorstw uczestniczylo we
wspomnianym naruszeniu.

1.4.2. Korekty kwoty podstawowej
1.4.2.1. Okolicznodci obcigzajace

W tej sprawie nie wystepuja okolicznosci obcigzajace.

1.42.2. Okoliczno$ci tagodzace

W zwigzku z okolicznosciami tagodzacymi, wobec trzech
(sposroéd  dziesigciu)  przedsigbiorstw  grzywny zostaly
zmniejszone. Firmie Hynix przyznano obnizenie grzywny
0 5% w zwiazku z bardzo szczeg6lnymi okolicznosciami,
w jakich znalazla si¢ w 2001 r. (!). Toshiba i Mitsubishi
uzyskaly obnizke po 10 %, poniewaz zaangazowanie obu
firm w odno$nym okresie bylo znacznie mniejsze niz
innych dostawcéw.

1.4.23. Szczegdlna podwyzka w celach

odstraszajacych

Wiasciwe jest zastosowanie mnoznika do wymierzonych
grzywien w oparciu o wielko$¢ zaangazowanych przedsie-
biorstw. Tak wigc grzywna dla Hitachi zostaje pomnozona
przez 1,2, natomiast grzywna dla firm Samsung i Toshiba
zostaje pomnozona przez 1,1.

1.4.3. Zastosowanie 10 % limitu obrotéw

W tej sprawie nie wymaga si¢ korygowania kwot
w zwigzku z obrotami przedsigbiorstw.

1.4.4. Zastosowanie obwieszczenia w sprawie fagodzenia kar
z 2002 .

Firma Micron uzyskala zwolnienie z grzywien, firma Infi-
neon uzyskala obnizenie grzywny o 45 %, firma Hynix
uzyskala obnizenie grzywny o 27 %, a firmy Samsung,
Elpida i NEC uzyskaly obnizki grzywny po 18 %. Ponadto
firmie Samsung przyznano de facto zwolnienie z grzywien
w odniesieniu do pamigci Rambus-DRAM, oprécz obnizki
w ramach zlagodzenia grzywien w odniesieniu do pamieci
DRAM.

2. GRZYWNY WYMIERZONE NA MOCY DECYZ]JI

(14) W odniesieniu do jednego ciaglego naruszenia przepiséw

rozpatrywanego w niniejszej decyzji wymierzono nastgpu-
jace grzywny:

a) dla Micron Technology Inc., Micron Europe Limited
i Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH, soli-
darnie: 0 EUR;

b) dla Infineon Technology AG: 56 700 000 EUR;

¢) dla Hynix Semiconductor Inc., Hynix Semiconductor
Europe Holding Ltd., Hynix Semiconductor Deutsch-
land GmbH i Hynix Semiconductor United Kingdom,
Ltd., solidarnie: 51 471 000 EUR;

d) dla Samsung Electronics Co. Ltd., Samsung Semicon-
ductor Europe GmbH, Samsung Semiconductor Europe
Ltd. i Samsung Semiconductor France Sarl, solidarnie:
145 728 000 EUR;

e) dla NEC Corporation, Renesas Electronics Europe
GmbH (wczesniej NEC Electronics (Europe) GmbH do
dnia 1 kwietnia 2010 r.) i NEC Electronics (UK) Ltd.,
solidarnie: 10 296 000 EUR;

f) dla Hitachi Ltd. i Hitachi Europe Ltd., solidarnie:
20 412 000 EUR;

g) dla Mitsubishi Electric Corp. i Mitsubishi Electric Europe
BV, solidarnie: 16 605 000 EUR;

h) dla Toshiba Corp. i Toshiba Electronics Europe GmbH,
solidarnie: 17 641 800 EUR;

i) dla Elpida Memory, Inc. i Elpida Memory (Europe)
GmbH, NEC Corporation i Hitachi Ltd., solidarnie:
8496 000 EUR;

j) dla Nanya Technology Corp.: 1 800 000 EUR; oraz

k) dla NEC Corporation i Hitachi Ltd., solidarnie:
2 124 000 EUR.

(") Jak ustalono we wcze$niejszym postgpowaniu Komisji w sprawie
antysubsydyjnej w UE, patrz rozporzadzenie Komisji (WE)
nr 708/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., par. 148 i nast., potwier-

dzone przez rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1408/2003 z dnia
11 sierpnia 2003 r.



